HODGKIN-HUXLEY TINTAHAL ORIAS AXON ES MESTERTERV MEMO

10 cm hosszi, 0.5 mm vastag idegrost, elektromos aram: Ioon(t, ) + Inembrane(t, )
henger alaktu vékony membran boritja, amelyen at ionaramlas: Elektronika + Kémia

0.) Ohm: 2V(t,2)=—Rluon(t,z) és L ILnemprane(t, ) = =2 Logon(t, x)

1.) Eziistdrétot helyeziink el az axon hosszaban: V' egyeldre csak a t idévaltozotdl fiigg
2.) A kémiét az axonon beliil a Nerst torvény alapjan mérjiik

3.) Kozonséges differencidlegyenletet irunk fel a membranon atmend iondramlasra

4.) Csatolas a fenti két egyenlethez —> reakcié—diffuizié tipusu egyenletrendszer a V-re
5.) Utazé hullamot keresiink <—> akciés potencidl: Szamolt és Mért Sebesség

HODGKIN-HUXLEY MEMBRAN—HELYETTESITO ARAMKORI MODELL I. MEMO
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V—Vor=Reeler, V= g=1oy, V—=Vva = Rnalna, V= Vi = Rx Ik

HODGKIN-HUXLEY MEMBRAN—HELYETTESITO ARAMKORI MODELL II. MEMO
V—Vor = Reeler, V= g1y, V = Vva = Rnalnae, V = Vic = R [
Ico=gce(V—Ve), Iy, = CuV, Ing = gna(V = Viva), Ix = gx(V — Vi)

Istz'm = IC€+[CM +INa+IK és ICM = Imembrane<t7 J") és a két [aron egyenlet

1 0°V oV
T ap2z = Om 5 T 9oV =Veo) +gna(V = Viva) +gx(V = Vi)



HODGKIN-HUXLEY MEMBRAN-HELYETTESITO ARAMKORI MODELL III. MEMO

CuV = =ga(V = Ver) = gnam*h(V —Viva) = G&n* (V = Vic) + Lutim

Tm(V) m=me(V)—m < m=a,(V)-(1-m)—=3,(V)-m
m(V)-h=hoo(V)=h < h=ay(V)-(1—=h)=B,(V)-h
T.(V)n=no(V)—n < n=a,(V)-(1-n)—=03,(V)n

ahol az elsé egyenletet a Mesterterv 0.) & 5.) pontjanak megfeleléen igy moédositjuk:

1 9*V oV
=53 = On -+ G (V = Vo) +guam*h(V = Viva) +Gicn (V = Vie).



